






















































土 屋 朋 信
0
混晶を量子井戸とする超格子Al.1Ga.汁,く.As-AIAs(井戸厚 :約100A)は組成
比王が0.43の時バルクでの ｢-X交差をおこす｡またこの超格子ではⅩ=0.23付
近で 井戸層の｢点での最低量子準位とA1As層のX点での最低量子準位が交差をおこす
と考えられる｡この二つの｢-X交差に伴う電子の勤的メカニズムについて､励起子の吸収
飽和や発光の温度変化 (4.2K～300Ⅰ()を研究した｡励起子の吸収飽和に関しては組
成比1･が0≦.Y≦0.41の範囲で観測され､0.51では観測きれなかった｡また発光に
関しては4.2Kで組成比1･が0≦x≦d.34では｢点のn=1,e-hhからなる励起
子の発光が観測され､0.34以上では低エネルギー側に別の発光が観測された｡後者はエ
ネルギー的にバリヤー層のX点の電子と井戸層の r点の正孔との再結合によると理解され
る｡これらのことは井戸層の｢一八リヤー層のXへの緩和時間､また井戸層の r点の電子
とr点の正孔との再結合時間が長いのに対し､井戸層内での｢-Xへの緩和時間が娼いとし
て理解できる｡またバリヤー層のX点からの発光の温度変化は4.2Kから10K付近まで
しか観測されず､その温度変化も活性化型ではなく､むしろexp(-T/T8)的に振舞
う｡この様子は混晶AICaAs中の励起子の発光の温度変化と似ており､Ⅹ点からわずか
なエネルギーで非棺射過程に移行するためと考えられる｡
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